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１．概要（Summary） 

窒化シリコン(Si3N4)方向性結合器(DC)干渉計を使用し

た近接場光バイオセンサの構築と合成 DNA の検出を行

う．導波路材料として用いるために，可視光領域で透過

性の高い LPCVD Si3N4の Si ウエハへの成膜を依頼し

た． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LPCVD装置(東京エレクトロン，SiN用) 

常圧 SiO2CVD装置(天谷製作所，M01) 
【実験方法】 

2 インチシリコンウエハ上にシリコン酸化膜（厚さ 1mm），

シリコン窒化膜（厚さ 300nm)をこの順で成膜した．成膜

済みウエハを筑波大学ナノプラ共用装置により微細加工

し，DCセンサを作製した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

DC は Si3N4 からなるストリップ型細線導波路から成る

(Fig. 1)．細線導波路は電子線描画装置（ES-7500EX, 

Elionix)によるポジ型レジスト（ZEP520A, 日本ゼオン)

への直接描画により形成されたマスクパターン通して，反

応性イオンエッチング装置（RIE-10NR, Samco)を用い

た窒化膜エッチングにより形成された．Fig. 2a,b は光導

波路および DCの断面観察像である．幅 400 nm x 高さ

300 nmの断面寸法を持つ導波路形成を確認した．波長

635 nmの半導体レーザーの入射実験(Fig. 2c)により得 

 

Fig. 1 方向性結合器（DC）の外観 

られた導波路劈開端面からの近視野像 (Fig. 2d) により

DCのセンサ機能を確認した． 

Fig. 2 (a)光導波路および(b)DCの SEM断面観察像,(c)

光導波実験，（d）近視野像． 
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